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１．概要（注：結論を含めて下さい）  
BL18 を利用して２種類のフォトレジストの感度評価を行った。結果、問題無く感度評

価可能であることが確認され、いずれのレジストも EUV 光に対して非常に高い感度を

有することがわかった。  
 

（English）  
We evaluated the sensitivity to EUV of two different types of photoresists using BL18. 
It was confirmed that the sensitivity can be evaluated without any problem, and both resists 
were found to have extremely high sensitivity to EUV light.  

 
 
２．背景と目的  
[背景] 
現在、最先端リソグラフィーは EUV 露光技術により実施されている。EUV 用フォトレジストの研究

開発には EUV 露光試験が必須である。貴シンクロトロンでその露光試験が可能であれば、EUV レジ

ストの基礎研究に非常に有効となり、また開発も加速されると期待される。 
[目的] 
貴シンクロトロンのビームラインで、EUV レジスト感度評価が可能かどうか確認する。 
 
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）  
[試料] 
① EUV-Ref（LTJ製レジスト）：側鎖に脱離基を有するアクリル系樹脂＋光酸発生剤 
② ZEP-520（日本ゼオン社製レジスト）：主鎖切断タイプの電子線用レジスト 

 
[実験方法] 
上記レジストを各々膜厚50nmになる様に塗布したシリコンウエハーを持ち込み、BL18を用いて露光

時間を変えて露光し、必要に応じてホットプレート上で所定の時間加熱した後、所定の現像液で現像

した。 
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[解析方法] 
時間を変えて露光した各スポットについて、下記の２つの方法で開口エリアの大きさを計測し露光量

に対してプロットした。 
① 開口エリアの面積を計測 
② 段差計を用いて開口エリアの距離を計測 
 
４．実験結果と考察  
[結果] 
用意した２種類のレジストについて、それぞれ２つの方法で計測したデータをもとにプロットしたグ

ラフ（Fig. 1, 2）を下記に示す。 
 
【計測方法①】 

Fig. 1 
【計測方法②】 

Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【露光現像後のサンプル】 
 

 
 
【感度評価】 
 
計測方法①②ともに 50%開口時の露光量を感度（Eth）とした。 
表１．感度（Eth） 

 
 
 
[考察] 
計測方法により若干の差があるものの、特に問題無く感度評価が可能なことが確認された。 
いずれのレジストも EUV 光に対して高い感度を有するポジ型レジストであることが示された。 
 
５．今後の課題  
 他のレジストの感度評価及びパターン露光の可能性検討。 
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